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碳化硅单晶抛光片堆垛层错测试方法

1 范围

本文件描述了碳化硅(SiC)单晶抛光片堆垛层错的光致发光测试方法。
本文件适用于4H碳化硅(4H-SiC)单晶抛光片堆垛层错的测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包含所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T25915.1—2021 洁净室及相关受控环境 第1部分:按粒子浓度划分空气洁净度等级

GB/T30656 碳化硅单晶抛光片

GB/T43612—2023 碳化硅晶体材料缺陷图谱

3 术语和定义

GB/T14264、GB/T30656和GB/T43612—2023界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

光致发光(PL)测试方法是通过采用波长小于SiC晶体材料禁带宽度对应波长的激发光源(例如,
波长为313nm或355nm)照射SiC单晶抛光片,得到的PL光信号通过光电倍增管转换成电信号,经
过模拟数字转换器处理生成数字图像并转换为包含堆垛层错特征的灰度图像;或将PL光信号通过图

像传感器转化为数字图像,数字图像被处理生成包含堆垛层错特征的灰度图像。通过软件分析获得晶

片堆垛层错的分布和数量,并根据使用需求对样品进行格子划分,计算得到堆垛层错的面积占比。

5 干扰因素

5.1 光源功率的稳定性会影响仪器对堆垛层错缺陷的信号采集,在图像分析时易出现误判。

5.2 仪器所处环境有较强震动源会导致光路状态不稳定,影响测试结果的准确性。

5.3 碳化硅单晶抛光片的表面沾污会对堆垛层错测试结果产生影响。

5.4 仪器软件参数的设置,如面积阈值和灵敏度阈值等,会影响堆垛层错数量及面积占比的结果。

6 试验条件

6.1 测试环境温度:23℃±3℃。

6.2 环境相对湿度:40%~70%。
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